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1．背景と研究目的 

極端紫外線(EUV)を用いた露光技術は、最先端の半導体製造にとって必要不可欠な技術となった[1]。

当該露光装置には EUV を集光・反射するための Mo/Si 多層膜ミラーが搭載されている。このミラーは、

真空容器内に残留する水分や炭化水素のガスにより、使用頻度に応じて劣化が進行することはよく知ら

れた事実である[2]。これを回避する方法として、Mo/Si 多層膜の表面に保護層（キャッピング層）を形

成する手法が用いられている[3]。今回、我々はキャッピング層として TiO2を用い、成膜条件による耐久

性の違いを検討している。その物性的な相違を確認する手法として XAFS 分析を用いた。 

 

2．実験内容 

評価サンプルは、作製条件の異なる 2 種類の TiO2キャッピング層付 Mo/Si 多層膜を準備した。TiO2

の厚みはおよそ 2 nm である。また、XAFS 分析の評価基準としてルチル型 TiO2標準試料を準備した。 

多層膜サンプルのプロファイルは蛍光収量法を用いて、標準試料は透過法を用いて測定を実施した。

多層膜サンプルは Ti の K 吸収端の信号が最大になるように斜入射配置とし、入射 X 線に対して試料を

数度傾斜させて測定を実施した。すべての測定は室温、大気環境下で実施した。 

 

3．結果および考察 

Fig.1 に測定した Ti の K 吸収端 XANES

スペクトルを示す。2 種類の多層膜サンプ

ル間において、XANES スペクトルに明瞭

な違いは確認できなかった。また、ルチ

ル型 TiO2の標準試料のスペクトルとも異

なるスペクトルであった。類似したスペ

クトルを調査したところ参考文献[4]に示

されているアモルファス TiO2のスペクト

ルとよく一致していた。 

今回、TiO2の膜厚が 2 nm 程度と極薄膜

であったが測定条件を工夫することでス

ペクトルを取得できることが確認できた。

今後、XANES スペクトル以外の解析を進

めていく。 
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Fig. 1 Ti-K edge XANES Spectra 


